
Sn: β型酸化ガリウムのドーパント局所構造 II 

Local structure of Sn dopant  Ga oxide II 
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β型酸化ガリウムは新パワーデバイス材料として注目を浴びている。バンドギャップが 4.9eV

と高く、絶縁破壊電界が 8MV/cmと予想されている為、ダイヤモンドを除けばパワーデバイスとし

て最も理想的な材料である。既に n 型ドーパントとして Sn 及び Si が 1021/cm3程度までドープで

きることが分かっており、インバータ用のショットキーダイオードが商品化されようとしている。 

β型酸化ガリウムは酸素中高温アニールにより n型ドーパントが不活性化することが分かって

おり［1,2］、デバイス実用化を考えれば、この不活性化の機構を知っておきたい。不活性化は酸

素中で 1100℃１時間以上行うと表面層に生じる。通常、酸化物は酸素欠損を無くすために酸素中

でのアニールが想定されるのに、欠損除去以外の効果があることになる。この不活性化は窒素ア

ニールでは生じず、酸素アニールで生じた不活性化は窒素アニールで回復する.最近、我々はこの

不活性化の機構解明の為に、この特異構造の局所構造を直視する為に蛍光 X線ホログラフィーの

計測を、SPring-8, BL13XUで行った。その際、X線照射による発光が、不活性化した試料で見ら

れ、電気的に活性な n型試料では発光が生じないことを偶然発見した。つまり、Snドーパント由

来の特異構造が酸素アニールと窒素アニールでは変遷しており、一方が電気的に活性で n型にな

り、他方はシンチレータ機能を獲得している事を意味している。この発見後、Snドープ酸化ガリ

ウムはシンチレータ材料としても注目されている[3]ことを知った。 

 図１は X線を照射時の発光スペクトルを、EFG法で結晶成長し酸素中、窒素中で高温アニール

した Snドープのβ型酸化ガリウム[4]、FZ法で結晶成長し、アニール無しの Snドープのβ型酸

化ガリウム[5]で測定したものである。酸素中でアニールした試料（Sample #1）が他の試料と全

く異なるスペクトルを持ち、可視光域に多くの発光ピークを持つことが分かった。 
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Zu 図１ X 線照射時の発光スペクトル：Sample 

#1（酸素アニール） (黒線)、Sample #2（窒

素アニール） (青線)、Sample #3（FZ、アニ

ール無し） (緑線)。挿入図：X 線照射時の

Sample #1 からの発光を捉えた写真。 
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